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論文 内 容の 要 J:::. 
EI 

本研究の目的はサイクロトロン共鳴吸収研究により，ゲノレマニウム単結品の価電子帯の逆質量

定数，歪ポテンシャ jレ定数，及び g 因子を決定することである。ゲルマニウムの価電子帯の等エ

ネルギ一面は， その結品のもつ立方体称の影響をうけて， いりくんだ構造になっている。 この

歪みのために，磁場中で正孔のランダウ準位聞かくは，もはや等聞かくでなくなり，有効質量等

が正確に決定できない。つまりサイクロトロン共鳴実験では，吸収点の位置が正確に決まらず，

温度に依存するため，上述の定数を正確に決めるには解析する上で非常な困難を伴う。著者はこ

の好ましくない縮退を，結晶軸の特別な軸に一軸性圧力を加えて取除き，高圧のもとでエネ Jレギ、

一面を取扱い易くした。 35GHZ と 70GHZ のスペクトノレメーターを使って， 1.5 0K と 4.2 0K の

問で沢山の量子共鳴線を観測した。圧力をく100>軸に加えると， 質量パラメーター (A ， B) 

が，く111>軸に加えると (A ， N) が比較的簡単にしかも正確に求められる。 ずれ歪ポテンシ

ヤ Jレ定数 Du と Du' 及び g 因子は吸収点の圧力依存性を解析する乙とにより得られる。膨張歪

ポテンシャノレ DdV は既に求められた Du' を使って，最初の量子線の半値巾を解析する乙とによ

り得られる。上述の定数の値として次のものが得られた。

A= -13.50士 0.05(主斗 B= -8.80士 0.09("h
2 

), 
\2m。ノ， - -• --~ _. --¥ 2mo J' 

I h2 ¥ N= -35.20土 0.23( 一一)， Du=3.14士 0.20(eV) 
¥ 2mo/ 

Du'=4.00土 0.20(eV) ， Ddv=3.1 士 0.7(eV) 及び g士 7.80
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論文の審査結果の要旨

Ge Si の伝導叩;および価電子帯の構造は綿密に調べられているが， 価電子帯の性質は伝導帯

のそれにくらべて複雑である。いわゆる r一点における状態の縮重のゆえに，正孔のエネ Jレギー

を波数の関数として表わした時に非調和項が生じるためである。と乙ろがー軽性応力を結晶に加

えて立方対称を除くと，前記の F一点における縮重がとれ，乙の条件のもとでは量子遷移の同定

がきわめて明確になる。との結果を利用して価電子帯の有効質量パラメーター，変形ポテンシヤ

ノレ等の数値を決定することができる。

乙の点に着目して藤安君は超高純度の Ge 単結品のく100> <111>_の各方向から一軸性応力

を加えた状態でサイクロトロン共鳴を観測しそれらの間隔と共鳴線の幅から有効質量パラメータ

ーの精密測定と変形ポテンシヤ jレテンソノレの 3 つの独立成分 Du Du' および Dd の決定に成功

した。

Shear による成分 Du Du' の決定はとれまでにも各種の方法で試みられているが， 不正確も

しくは片方だけの測定だけに終っている。

また dilatation による成分の Dd 決定はこれまでになかったが藤安君は共鳴線の巾を功みに

解析するととによって乙れに成功した。乙れで Ge の価電子市に関する吾人の知識は著しく増加

したわけで藤安君の半導体物理学分野に対する貢献はきわめて大きい。よってとの論文は理学博

士の学位論文として十分価値あるものと認めた。
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